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S Sは 圧力によ て 絶縁体 半導体 金属 へ変化SmSは，圧力によって，絶縁体→半導体→金属 へ変化。
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3
   

B d l l tiB d l l tiSynchrotron radiationSynchrotron radiation (a) (b) (c)
3

B=14TT=40KT=10K(a) (b) (c)Band calculationBand calculationSynchrotron radiation Synchrotron radiation ( ) ( ) ( ) B=14TT=40K

1 ) T=10K( ) ( ) ( )

••LSDA LSDA+U by Wien2k codeLSDA LSDA+U by Wien2k codeinstrumentationinstrumentation
Bm

-1

B= T
••LSDA, LSDA+U by Wien2k codeLSDA, LSDA+U by Wien2k code
El t i t tEl t i t t

instrumentationinstrumentation
Ph i i b liPh i i b li B=  1 cm B=

14T
T=  ••Electronic structureElectronic structure••Photoemission beamlinePhotoemission beamline

14TΩ
-1 14T 50K••OpticalOptical propertiesproperties••IR/THz beamlineIR/THz beamline

0

 

7T03  Ω

7T 40K

  Optical Optical propertiesproperties
••FunctionalitiesFunctionalities

••IR/THz beamlineIR/THz beamline
••Combination of PES + THz CSRCombination of PES + THz CSR 0 

7T

10 6

7T 40K

  ••FunctionalitiesFunctionalities••Combination of PES + THz CSRCombination of PES + THz CSR
0 6T ( 6T 30K

UVSOR IIUVSOR-IIの 0
0   

0Tω
) 

0T 4K

   UVSOR-IIのUVSOR-IIの 0 0T

σ(
ω 0T 4KUVSOR IIの

光電子分光ビ ムライン 0

σ

光電子分光ビームライン光電子分光ビームライン 0.0 0.3
0

0.0 0.3 0.0 0.3 0.6光電子分光ビームライン光電 分光 ラ
—w (eV)—w  (eV)

高 高低温・高圧・高磁場下赤外分光低温・高圧・高磁場下赤外分光低温 高圧 高磁場下赤外分光
決定したC Sb 磁場 圧力

低温 高圧 高磁場下赤外分光
で決定したC Sbの磁場 圧力で決定したCeSbの磁場・圧力・で決定したCeSbの磁場・圧力・で決定したCeSbの磁場 圧力
温度相図温度相図温度相図。温度相図。

UVSOR IIの赤外 テラヘルツビ ムライン（BL6B）UVSOR IIの赤外・テラヘルツビ ムライン（BL6B）UVSOR-IIの赤外・テラヘルツビームライン（BL6B）UVSOR-IIの赤外・テラヘルツビームライン（BL6B）UVSOR IIの赤外 テラ ルツビ ムライン（BL6B）赤 ラ ラ （ ）


